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Este invento co refiere a dispositivos elec*"olumm—
niscentes y, en particular, a digpositivos electroluminiscentes
del tipo adaptado para almaconar geilales eléciricas. Ademds, el
presente invenvo se refiers o un méiodo para ls uiilizacién do
tal dispositivo deo almacenemicnio gue implica la produccidén de

un disefio de carge oleccirosiditica sobro la suporiicio do un L

torial seniconductor do caumpo magabtico y la rogulacién del po-
so de corrionte a través dol dispositive de almacchamilenio man—
teniendo, modificando J/o retirando el disefio de corza.

Ba la actuelidad se conocen una variedad de disposi- .

tivos do fijacién de imagen cn ostado s6lido pero no hen recibi-~
do una utilizacién significativa a causa de los prediemas pric—
ticos con que se tropicza e@n relacién con su funcionomicate. La
accidn de almaconamienio de osios dispositivos depende de uno

de varios fenbuenos difcrontes que compreanden la ionite decadon~

8 conductividad despuls de la excitacidn de ua material

Q
[x8
£
[

fotoconductor, el efecto de histéresis e fotoconduciorss, ¥y re=-
alimentacién 6ptica. Algunos de los factores quo aciGan conira
el uso préctico de tales dispositivos de fijoeidn de imogen en
estado sélido incluyen baje sensibilidad a le radizeibén do po-

Ky

tencla, escasa capacidad lunminosa, pobres fotograbados o carencia
absoluta de los mismos, y dificulitad en proporcionar une adecuada
orradura de imagen.
Por ejemplo, un tipo de dispositive dc fijecibn ce
inagen en estado s6lido lleve implicito w panel de desn

. -
J

conglstente en una capa de meteowial de impedancia variodh
rie con una capa do maierial elecirolunminiscente, seglin ce descii-
be en los patontes Ul.S.A. Nos. 2,{08 310, de foche 23 de octubre

de 1956 y 2,949,537, de focha 16 de agozto de 1960, & nombre de

Benjamin Kazan, Seglin so oxpone en dichag patentos, la imagen sc
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produce aumentando la conductividad deo loz mectores do materizl
do impedancia varizble, on este caso un material fotoconductor,
contra el cual choca la radiscién incidente, Tal sumento do con-
duetividad produce una corrospendicnte luminiscencia en el soctor

colindante dol material clecizo-luminiscente. En tales dispositi-~
ves de fijacién de imagen, la conductanciz del material do izmpe-—
dancia variable puede tencr un tiempo de decadenciz >aconcblomon-
$e lorgo despuds de haber retirado la radiacién incidonic de fal
nodo que la imagen es almacenada por un periodo considorable de
tiempo. Ho obatanie, tales dispositivos de {ijucién de imzzen
plantean »roblenas de mantenmimiento de suficiente tranzsarencia
durante ol periodo de docadencia fotoconductora, Més impoziznic,
presentan el problema dse remocién de imagen que generalmente toma
periodos de tiempo importantos.

Otro fipo do fijacidén de imagen en estado s6lido es
el pansl fotoconductor de tipo histérosiz en el cual se aplicé sl-
multéneaments un campo elécirico al material fotoconductor, En es—
te disposicidn, el material fotoconductor se hace conduccnte cuan—
do es expuesto 2 una peguefle caentidad de luz, permanceicude la cqé
ductividad 2 wn nivel casi coastante durante importanies nericdos
de tiempo en lugar de dogenerer gradualmente dospuds de la exclic~
¢ildén, La rospuesta al nedio-tonoe o fotograbado y transparencia de
imazen de dichos paneles son relativamente pobres y la oporacidén
dopende criticamente del voliaje de suninistro,

Como cabria cgporar, cs deseable disponer de un ingenic
de alnacenaniento en cztado s6lido que no se halle gsujeto o los de-
fectos citados anteriormonic.

Segtin el invonto, se proporciona un &ispositivo de alma—
conaxicato que comprende una pluralidad de elecirodeos espaciados,

una capa de material electroluminisconte compreasiva ol mcios do wn
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sectox que forma parie de waa conexién olécirica eatre dichos
elecirodos, y una capa de moterial semiconductor con efecto ds
campo nagnético que cubro diche material electroluminiscounts y
forma una parte sucesiva de dicha conexidn eléctyica, y medios
para producir ua diselo de carga elecirostitica sobre usa super-—
ficie rotentiva de carga do dicho panel cuya superiicie es con—
tigua al menos con una varive de dicho material somiconductor con
efecto de campo magnético.

Seglin se usa en esta golicitud, el término "semlcon-
ductor con ofecto de campo magnéitico™ se refiers a un material
gue tione la conductancia respective modificada por la aplica-
cién de un caupo elécirico perpendicular 2l paso de la corriente
creéndose de tal modo una mona que efectivameante reduce la soc—
cibén trangversal conducsuie del materizl semiconducior. Con prew
Terencia, el material semiconducior con efecto de campo deobe ser
capaz de retener durante importantes periodos de tiempo un diselio
do carga electirostética sobro su superficie y conducir la corrien
te a travis del cuerpo regpccvivo sin alterar fundamentalmente el
disefio de carge de la superiicio, Cuando un solo material poses

estos Aoy propledades fisices, se le denominard “semiconductor

~con efecto de campo acumulzdor™. O mez, que el “semiconductor con

efcoto de campo acumulador" es capaz do retener un dissiic do car—
go oloctrogtatica sobre su superficle la cual zctia despusds como

campo sléetrico perpendicular para modificar la conductancia del

2]

natcrial semiconductor. Los materiales apropiados qus muesiran os—
ta conbinacién de caractoristicas comprenden 6xido de cine, déxido
de plomo y 6xido de cadnio.

Adicionelmento, muchos semiconductores gue muestran
ol fendmeno de efecto de campo magnético pusden adeptarse & lz

practica do este iavento luclusc si, inicialmente, son incapaces
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de rotencr un disciio de carga electrostidtice sobre su guporficie
durcate ol periodo de ticmpo deseado. Bsia modificacidén so efec—
“ha depositendo una cepa de material aislanto sobre el lado dol
naterial semiconductor con efecto do campo magndtico opuesto al
que se halla on contacto con el féafore electroluminisconte, reo-
sidiendo ol disello de carga clectrostitica depositada en esta
disposicién sobre la superficle aisglanie en lugar deo gobre la
superficie del propioc material semiconductor. Log sendconducio-
ros caracteristicos qua muestran el fenbémeno de erscio de canpo
magnético y que pucden modificarse medianie dopbésito de una capa
aislante comprenden sulfuro de cadmio, sulfuro de cine, sulfuro
de clinc activado, 6xido de c¢inec, selenurc de cadmio, etc. Como
alternativa, puede producirse una capa a modo de barrera o lo
largo de la superficio extcrior deol material semiconductor csve-—
sando adecuadamente el semiconductor a fin de proporcionar una
wnién o empalme p-n. El empalme actuaré como capa de bloguco ine
pidiendo ol paso de la carge swuperficial al interior del materizl
subyacente,

Para fines de brovedad, el material semiconductor con
efecto de campo acumulador so mencionard aqul como cl material so-
niconducsor o ol material scniconductor con efecto do campo mazié-
tico, entendléndose que ol panel de acumulacién o almacenamicnio
posce une superflcle exterior quo os capas do retener un dizelio de
carga electrostitica duranic importantes periodos de tiaupo.

Es pues evidente que el téraino “semiconductor con

-

0 de

X )

inide para incluir materia-—

Py

efecto de campo magnéiico” ha si
les do capa simvle asi como una cstruciura do dog capas on la cucl
el matorizl semiconductor cs modificado sogtn se expoue anterior—
mente. Si bien estos materizles se han considerado conjuntemente

para fines de definicidn, no son verdaderos equivalontes puesto gue,
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en muchas cirounsiancias sofgin se describird més adelante, poueen
diferentes formas de operacién, Iids imporiante aun, aunque log Te-
sultados alcanzados con estas diferentos estructuras puodan ser
squivalentes desde un punto do viste operccional, debe tenerse on
cuenta guo la capacidad do consegulir un reosultado deseado con un
matorial sinple hace a éste muy superior a un segundo material que
deba modificarse, en la forma expuesta, para lograr ol migmo resul-
tado.

Ademds de las capas esencizlmento pures del semiconduc-
tor, puede utilizexrse una amplia variedad de composiciones que com-
prenden el semiconductor disperso en un aglutinantc a beso de rgsi—
na no conductora, +al como cloruro de polivinilo., La proporcién de
seniconductor a aglutinante puede hallarse en log ilmites ds 3/1 a
5C/1, Si el scemiconductor s también un fotoconducior, por ejemplo
como on el caso del 6xido de cinc, entonces debe tonsr las propis—
dades citadas enteriormentc asi como ser capaz de disipar la carga
supsrficial en respuesta a la radiacién incidenie., Cuando se utili-
zan materiales foloconductores, pueden alladirse diversos tintes y
sensibilizantes a la composicién para ampliar o aumentar la respues
ta espectral de la composicién, siendo caracterlisticos los citadog
en el sjemplo,

A lo largo de la operacidén, se aplica wn voliaje de
corriente alterna entre los electrodos espacizdos que es suficiente
para inducir electroluminiscencia cuando el materizl semiconductor
esté en estado de baja impedancia, Se ha comprobado que el depdsito

¥y retencion de una carge eloctrostdtica sobre la superficie reten-

lar ol paso de corriente de electrodo a electrodo. Bl dendsito de
la carge olectrostética auments la impedancia del semiconductor

reduciendo o interrumpicndo de tal modo ol paso de coxriente en las
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zonas contiguas. La reduccién del pago de corriente da lugar a
una correspondiente reduccién en la capacided luminosa a partir
de la capa electiroluminiscente qQue da como resultado una respues—
%2 de nmedio-tono, Si se baja la corriente mds de lo suficiente
para induecir eleciroluminiscenciz, no se producird luniniscencie
y ol sector partioular &ol dispositivo de almacenamiento o acumu—
lacién aparoecerd oscuro. Contrariamenieo, se reduce la impedancia
y se aumenia el paso de corriente a medida que se neutralizan o
elininan les cargas do la supoerficie. Por consiguiente, colocan-—
do y manteniendo sslectivamente un disefio de carga sobrc la su—
perficie del panel electroluminisconte, puode producirse una ima—
gen y almaconarse on el dispositive. '
Cuando se desca producir una inmagen en blanco sobre
un fondo negro, so deposita uniformemente una carge eloctrostdti~
ca sobre toda la superficie de retencidén correspondiente. Al nou-
tralizer o eliminar una parte de la carga se producird un paso de
corrieénto en zonas colindantes que dard como resuliado urna lumi-
niscencia de la capa fosférica por debajo de las zonas en las cua—
les se ha neutralizado o eliminado la cargo., Tamnbién pucde obtenqg
se una imagen en blanco sobre un fondo negro depositande un discio
de carga electrostédtice soleccionada en la cual las zonas de fondo
ogcuro corresponden a zonag de depésito de carga. La luminisconcia
de la capa fosférica inferior a las zonag de la capa semiconducto-
ra donde no reside carga alguna producird una imagen en blanco so-
bre un fondo oscuro,

: Cuando so desea obtener una imagen on negro cobre un
Tondo blanco, se coloca un disefio de carge electrostitica selecclo
nada gobre la superficic de retencién correspondientc., Esto da co-
mo resultade un aumento en la impedancia del semiconductor interrum .

piéndose con ello el paso de corrlente en las zonas contiguas, Si
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el paso de corriente desciende por debajo dsl nivel suliciente
rara inducir electroluminiscencia, la parte del dispositivo de
acunulacién donde reside la carga aparecerd oscurz, y se obien-—

ré una imagen en blanco y negro, Ba lugar de ello, puede apli~
carse una carga electrostdtica uniforme a la superficie de re=
tencidn respectiva y deospuds puede eliminarse o neoutraliszarsze
una parte de la carga correspondlente a lag zonag de fondo lu-—
minoso para producir el resultado deseado de una imagen negra
gobre un fondo blanco.

A continuacién se describen ejemplos del invento
con referencia a los planos que se acompafian, en los cuales:

La fig. 1 os una vista en perspectiva parcialmente
on despiece de una forma estructural de un dispesitivo de fija~
cidén de imagen del presente invento.

La fig, 2 es una vista on perspectiva parcialmente
an despiecs de otra forma de realizacidén de un dispositivo deo
fijacién de imagen del presente invento.

La fig. 3 es una ilustracién esquemética de un apa-
rato que emplea el dispositivo fijador de imagen de la fig., 1.

La fig. 4 muestra la itransparencia en breve alcan~
zada como funcidén de una exposicién de luz para wn aparato que
incorpora el dispositivo del presente invento,

La fig. 5 os una vista en perspectiva parcialmente
en despiece de otra forma esiructural del dispositivo de fija—
¢ién de imagen dol presente invento,

. La fig. 6 es una visia en seccién trensversal a ma-
yor escala de la fig. 5.

La fig. 7 es una vista en perspectiva parcialmente

& despiece deo otra forma de mealizacién del dispositivo de fi-

Jacién do imagen del presente invento.
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La fig, 8 ea una vista superior a2 mayor escala de
wn dispositivo para depositar una carga electrostdtica.

La fig. 9 es una vista en seccién esquendtica de
un tubo de almacenamiento de acuerdo con el prescnte inveuto.

Debe quedar entendido que en todes las {iguras los
esposores de las capas, slectrodos, etec., han sido en extromo
exagerados parz mostrar los detalles de construccioén.

Refiriéndonos a la fig. 1, el dispositivo de fija—
cién de imagen 10 comprende una pluralidad de electrodos eapa-
ciados 11l montados sobre un subgtrato de soporie 12. En contac-
to con cada uno de los electrodos 1l se encuentra un material
electroluminiscente 13; especificemente, el material electro-
luniniscente 13 forma una capa que se pone en contacto con cada
uno de dichos electrodos ll. Se dispone una capa de material se
niconductor con efecto de campo magndtico 14 que posee una su— -
perficie de retencién de carga 15 sobrs el material elecirolu~
miniascente 13.

En la fig. 2, el dispositivo {ijador de imagoen es
igual que el dispositivo 10 de la fig. 1 excepto que una capa
19 de material aislante opaco'se halla colocada entro ol material
electroluminiscente 13 y ol material samiconduc%or con efecto de
campo magnético 14, El material aislante opace 19 estd formado,
por ojemplo, de negro de humo en un aglutinante apropiado, y se
pulveriza sobre el matorial electroluminiscente 13. La capa 19
impide la realimentacién de luz dol metorial eloctroluminisconte
al material semiconductor con efecto de campo magnédtico si este
ltine es tanbién un fotocondustor respondiente a le luz emitida
durante la luminiscencia,

Con refereancia a la fig. 3, sobre al menos una parte

de la superficie retentiva de carga 15 del dispositivo 10 existe
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un disefic de carga electrostdtica 16 adaptado para regular el
paso de corriente a través deol m@%erial geniconductor con efec—
to de campo magndtico, Mds especialmonte, la carga elechrosté-
tica scleccionada puede estar compuesta por lones de oxigeno
cargados negativamente., El paso de corriente a través de la
capa semiconductora con efecto de campo magnético 14 ss conti-
guo a la superficie 15 entre olecirodos colindanies, con todo
la corriente se halla sensiblemente aislada eléciricomente de
1z guperficis 15 dobido a las caracteristicas fisicas del mate-
rial semiconductor con ofecto de cempo magnético.

En operacibn, se mantiene un voltaje de corriente
alterna entre las bandas conductoras transparenies coniiguas.
Segin la conductividad de la capa semiconductora con efecto de
campo magnético, mds o menos corriente alterna seguird la tra—
yectoria indicada por las lineas de trazos en la fig. 3 desde
un electrodo al siguients. Refiriéndonos a la fig., 3, pusde ob-
servarse que la corriente pasa a través de la oapa electrolumi~
niscente, a través de la capa semiconductora con efecto de cam—
po magndético y do nusvo a iravés de la capa eleciroluminiscente
para completar el circuito. Cuando se hace pasar suficiente
corriente a itravés de la capa elsctroluminiscenie, emite luz en
zonas contliguas a las bandas de slectrodo a través de las cuales
pasa la corriente,

El método del presente invento implica la formaolén
de un dispositivo tal come el descrito en la fig., 1 y después la
colocacién en pogicién del dispositivo 10 débajo de madios ade-~
cuados, como por ejemplo un enrejade de hiles en corona, para de-
positar una carga electrostdtica seleccionada en la superfioie
de retencién respectiva 15, Se deposita un dicefio de carga elec~

trostatica 16 sobre la superficie 15 y so aplica un voliaje de
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corriente alterna a los olectrodos 1l suficiente para producir

la luminiscencia deol material electroluminiscente 13 on ausen—
cla del disefio do carga electrostética depositada 16,

Un dispositivo caracterfstico de descarga en corona
comprende hile de tungsteno de media milipulgada (0,012 m/m) que
se exbionde a lo ancho del panel 10 estando- espaciados los hilos
aproximadamente a intervalos de 2 om uno de otro y separados 2 on
aproximadamente de la superficie del panel, Se aplica un voten—'
cial negativo a dichos hilos de 7 kilovoltios aproximademente con
lo cual se carga la superficie del panel con wn poiencial que os-
cila de 200 a 400 voltios sproximadamente. So oxpone ol panel &
pulsaciones sucesivas de luz do longitud de onda aproximada de
3500 angzatroms do energla conobida ¥ se mide la transparencia del
potencial después de cada pulsacién, La trangparencic de podencial
para un panel tal como el descrito anteriormente se representa en
la figs 4 en la cﬁal se aplica un voltaje alterno de 500 voltios
2 una frecuencia de 600 ciclos por segundo. La borradura del pancl
se reallza gimplemonte aplicando de nuovo la descarga on corons de
T kilovoltios durante varics segundos, lo cual produce una corrien
te on corona do aproximadamente 0,5 miliamperios. De esta forme se
redérga répidamente la superficie con una carge wniforme y se eli-
mina asl la formacibn de imagen anterior debide a la variacién de
cargs.

Segln se indica anteriormente, puocde depositarso una

carga electrostdtica uniforme sobre la superficie 15 y eliminar

. despubs una parte correspondients para facillitar el disello de car=-

ga seleccionada 0, como alternativs, el disefo de carga soloccio-
nada pucde depositarse inicialmente. De esta manors, puede produ~
cirse una imagen y almacenarse en ol panel acumulador de estado

s6lido del presente invento.
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81 se desea examinar el dispositivo de acumulacién
eloctroluniniscente desde el lado opuesto al del seniconductor
de efecto de campo magnético entonces el substrato de soporte 12
¥ los olectrodos espaciados 1l deben ser traasparenies. Una com—
binacién substrato-electrodo apropiada es vidrio 6piicamente
transparente revestido con elecirodos épticamente transparentes
de 6xido de estaiio. Los electrodos transparenies pueden producir
so aplicando éxido de estalio obtenido mediante reaccién vaporosa
de 4cido esténmnico, agua y motanol a través de una pantalla apro-
plada. Tereftalato de polietileno es también un substrate trans—
parente aceptable.

Si se desea examinar la imagen desde el lado somicon-
ductor de efecto de campo magnético de la unidad, eatonces el se-
niconductor de efcoto de campo magnésico debe ser transparente.
En egta dltima estructura, el panel puede fabricarse sobre una

bage aislante opaca usando olectrodos opacos, por ejomplo metdli-—

. cos. Egto da come resultado una unidad de coste inferior que pue~

de mer fabricado en ambos lados de la capa electroluminiscente.
En las figs. 5 = 9 pueden verse otras formas de rea—
lizacién especificas de los dispositivos de fijacién de imagen
del presenie invento., Ean la estructura reprosentada on las figs.
5y 6 el dispositivo electroluminiscente 30 comprende un substra-—
to do soporte 31 que posee un electrodo en forma de capa conduc— -
tora 32 montado sobre el mismo. Sobrepuesia a la capa conductora
32 existe waa capa 33 do material eleciroluminiscenioc. Colocado
por-eoncima de la capa electroluminiscente 33 ¥ separado de la mig
ma se encuenira un slectrodo en forma de enrejado 34. Entre el
electrodo en forma de enrejado 34 y la capa oleciroluminiscente
33 se halla depositada una caﬁa 35 de nmaterial semiconductor de

ofecto de caumpo magnético cuya superficie superior forma una
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pluralided de esconcos 36 entre los hilos de enrejade individua-
les del elsctrodo 34, Esta disposicién aumenta la zona oxpuesta
al depésifo de carga y oliminacién y también aumenia ol control
por parte de dicha carga sobre la corriente que pasa entre los
electrodos 32 y 34 a través de las acanaladuras del semiconduc—
tor de ofecto de campo magnético formadas por los csconces 36,
Puede colocarse una capa de material aislanto opaco entre ol ma-
terial eléotroluminiscente 33 y el material semiconductor de
efecto do campo magnético 35 de le misma manera y para el mismo
propésito citados con roferencia a la fig, 2. Conviene hacer
obgorvar que en las figs, 5 y 6 la trayectora de la corrionte
ontro eleoctrodos colindantes pasa a través del matorial electro-
luminiscente solamente una vez ya que los elecirodes se hallan a
lados opuestos de ls capa electroluminiscente,

La fig. 7 ilustra una nueva estructura del presente
invento en la cual se utiliza un aislador fotoconduchtor pars al-
macenar una carge sobre la superficie exterior del dispositivo
de fijacién de imagen. Si ge aplica una cargs uniforme, al menos
una parte de la carga ¢lectrostitica acumulada se disipa entonces
de la guperficie del aislador fotoconductor sometiendo Sote a una
onergla radiante de longitud de onda apropiada on une configura-
cién de disefio seleccionada.

Con referencia a la fig. T, un dispositivo olectrolu—
miniscente 20 comprende un substrato de soporis 21 que poses una
pluralidad de electrodos espaciados 22 montados sobre ol nismo.
Cubziendo cada uao de los electrodos 22 se encuenira wia capa de
naterial electroluminiscente 23. Conectando eléetricamento parves
contiguas del material eleciroluminiscente 23 se halla una capa
24 do material semiconductor de efocto de cdmpo mogndtico, Final-

mente, en contacto con la capa 24 se encuenira una capa 25 do ma-
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terial aislante foloconductor que posee una superficie de Teien—
oi6n de carga 26. Al menos gobre una pario de la superficie ais-—
lante fotoconductora 26 se halla ua disefio de carga clectrogtdti-
ca seleccionada.adaptado Para roegular el paso de¢ corrionte a tra-
vés de la parite contigua de material seomiconductor 24, En cste
vaso particular, la capa de matexrial semiconductor de efecto de
campo magnétlco 24 puede ser sulfuro de cadmio y la capa de ma—
terial aislante fotoconductor 25 puede ser golonio.

Puede colocarse una capa de materizl aislante opaco
entre el material eleotroluminiscente 23 y el material semicon-
ductor de efecto de campo maegnétice en la misms forma y para el
mismo fin que se ha expuesto con referencia a la fig. 2. fdomds,
puede colocarse una fina capa aislante entre la capa aislante
aislante fotoconductora y la caps semiconductora de efecto de
campo magnético para impedir la inyeocidén directa de carga des-
de el aislador fotooconductor al semiconductor de efecto de cam~
po magnético.

Puede usarse cualquier material aislante fotocondug
tor en lugar del selenio siempre que el material sea capaz de
almacsnar una carga ¢lectrostdtica sobre su superficie y disipar
dicha carga en respuegia a la energia radiante incidente sobre
la misma. De modo similar, pueden usarse otros materiales semi-
conductores con efecto de campo magnético en lugar del sulfuro
de cadmio con tal de que realicen las mismas funciones que le
son aplicables a dicho matorial.

El dimefio de carga- electrostdiica puede producirse
sobre la superficie del dispositivo electroluminiscente por cual
quier medio apropiado. Segin so describird a continuacién, se ha
observado que pueden utilizarse medios épticos o eléetricos para

depositar el diseiio de carga deseado.
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Otro modo de producir un disefio de carga es depogi-
tando wniformemente iones cargados scobre la superficie de reten-
cién de carga y disipande después una parto de dichos iones para
formar un positivo o un negativo de la imagen que so desea pro-
ducir. Por ejemplo, si el semiconductor de efecto de campo mag-
nético posee también propiedades aislantes fotoconductoras, co-
mo es el caso con el 6xido de cino, puede depositarse una carga
electrogtdtica uniforme por cualquier medio bien conocido, in-
cluyendo la descarga on corona, Puede ofectuarse una dizipacién
selectiva de una parie del disefio de carga acumulado exponiendo
tnicamente partes del material a la luz sensibilizadora. la car-
ga olectrostitica serd disipada en zonas en las cuales la radia—
cién incide sobre la superficie produciendo como resultado un
descenso de la impedencia lo ocual a su voz hace que circule la
corriente produciendo la luminigsoencia dol matorial electrolumi-
niscente.

En contraste con las zonas en las cuales so expone
el panel de acumulacién a una imagen luminosa, pueden formarse
uno o mis puntos de luz para explorar la superficie de dicho pa~—
nel, La modulacién de le intensidad del circuito primario produ—
oird como resultade una imagen correspendiente de medio-tono.

Aginigmo, pueden disponerse medios para depositar
iniciolmente ioneg cargados en el disefio de carga deseado. Se
hallan emplazados medios eléctricos en las inmediaciones de la
superficie de retencidn de carga para depositar selectivamonte
cargas electrogtdilcas en zonas elementales respectivas. Deposi-
tando congecutivamente m4s o menos carga electrostdtica en cada
suporficle elemental, se produciréd una imagen correspondiente pa—
ra examen, Se ha observado que ol dispositivo que sers descrito

destinado a la produccién de este disefic de carga deseado puede
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utilizarse también para neutralizar cualquier porcién de descarga
en corona que pueda existir en la superficie de retencitn de car-
g como consecuencia de un depésito anterior.

Refiriéndonos a la fig. 8, puede verse un dispositivo
para prbducir un disetio de cargas on corona sobre la superficie
de retencién respectiva. Se han digpuesto dog Juegos de harres
conductoras 40 y 41, extendiéndose el primero de ellos 40 en un
plano paralelo al plano de la superficie de retencién de carga ¥y
ligoramente por debajo del plano del segundo juego 4l. Bn los lu-
gares en que cada barra conductora pasa gobre una barra conducto-
ra situada en el plano inferior, son coneotadas entre si con un
divisor de resistencia 42 consistente en dos rosistencias iguales

43 on serie, En el punto medio del divisor de resistencias 42, un

punito metdlico 44 para producir descarga por efecto corona se halla

conectado con el punto proyectado hacia abajo (es decir, perpendi-
cular al plano de las barras y en direccién a la superficie de re-
tencién de carga) de tal modo gue un conjunto de punios de descar—
ga en corcna se halla colocado en pogicién por encima de la super-
fiocie pero ain toocarla.

Por medio del conmutador de exploracién horizontal 45
¥ del conmutador de oxploracién vertical 46 seo aplica un voliaje
suficiente para producir una descarga en corona en el punto 44 a
una de las barras horizontales y a wia de las barras verticales,
respectivanente. El voltaje total aparecerd a través del punto de
efecto corona 44 produciendo la generacién de una carga en corona
que.caeré sobre la superficie inmediataments inferior al punto.
3i antes del depésito de la carga en corona se ha aplicado un vol
taje de corriente alterna al dispositive de acumulacién prestando
con ello luminiscencia a toda la zona electroluminiscente, ol do~

pésito de una carga en corona producird un aumento en la impedanci

e

a
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del material semioconductor con efecto de campo magnético ¥y el dip-—
positivo de acumulacién se obscurecerd en aquellaes zonas quo corres
pondan al depésito de carga. A la inversa, si la descarga en corons
aplicada neutraliza una carga electrostédtica previamente depositada,
entonces dlominuird la impedanocis del material semiconductor ton
ofecto de campo magnético y el material electroluminiscents prezen—
tard luminiscencia en aguellas zonas que correspondan a la neutra-
lizacidén de carga.

Puede conmutarse voliaje a otras barraa haciendo que
diferentes punios en corona emltan descargas en corona y, correspon
dientomente, obscurezcan zonas seleccionadas del dispositivo acumu-
lador. Conmutando consecutivamente los voltajes desde una barra con
ductora a otra, puede explorarse toda la superficie de retencién de
carga & fin de producir una imagen almacenada (esto es, un disefio
de claro y oscuro). Convieno hacer obsorvar que el voltaje aplica-
do a cada uno de los conmutadores 45 y 46 puede modularse en magni-
tud mediante unae seial de video durante el proceso de exploracién
permitiendo con ello el regigtro de una imagen de medio-tono., Adi-
cionalmente, debe tenerse on cuenta que aunque los medios de conmu—
tacién representados en la fig., 8 gson meofnicos, dicha conmutaogién
puede también realizarse eléotricamente disponiendo un circuito de
conmutacién electrénica apropiado, seglin resuliaria evidente para
un experto en la materia.

Para borrar la imagen almacenada, se aplica voltaje a
los commutadores produciendo corona de carga opuesta a la corona
exiatents sobre la superficie para neutraliszer la carga ya exiaten
te y hacor transparentes log elementos seleccionadog del panel. La
borradura puede efectuarse consocutivamenie como en el procedimien—
{40 de formacién inicizl o puode aplicarse voltaje & todas las barras

de tal modo que se genera. descarga en corona desde todos log puntos
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simulténeamente. Asimismo, el penel puede inmundarse uniformemente

con luz sensibilizants ai el semiconductor se también foltoconduc-
tor, como es el caso del 6xido de oine.

Segln se indica anteriormente, puede cargarse inicial~
mente toda la superficie de retencidén de cargs mediante corona a
partir de un conjunto de puntos en corona de tal modo que la total
superficie del panel esté osoura, Posteriormente, puedse hacerse que
los puntos en corona selecclonados emitan efecto de corona neutra
lizante produciéndose de tal modo una emisidn itransparente a paritir
de aquellas zonss del panel situadas por debajo de la cargs neutra-
lizada. ‘

Otro dispositivo para depositar el digelo de ocarga
elecirostédtica comprends uno o mds puntos en corona a los cuales
puede haocerse oxplorar la superficle de retencién de carga. La apli
cacién simulténea de seflales de poteoncial elécirico a los puntos
en corona con el depdsito resulitente de neutralizacién de carga
electrostética producird o modificard una imagen en el dispositivo

acumulador electroluminiscente. En esta forma de realizacién, pue~

de hacerse que el sistema de puntos en corona explors de un lado a

otro o, como alternativa, el propio dispositivo de almacenamieonto
puede oscilar bajo wio o més puntos de descarga en corond.

También pueden depositarse cargas electrostdticas usan
do el aparato descrito en la memoria de la patente briténice Nim,
889.664. Especificamente, pueden usarse las cabezas de registro de
lag figs. 5 y T ¥y ol tambor de caracterss de la fig. 3 de tal refe-
rencia, en la forma aqui expuesta, péra depositar un disefio de car~
g ibnica seleccionada sobre la superfiocie de redencién de carga
del dispositivo acumulador corrsspondiente.

Lag caracteristicas fisicas particulares del éxido de

cing, 6xido de plomo y 6xido de cadmio permiten almacenar un disefio
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de carga iénica negativa sobre su superficie y controlar el
paso de corriente a través del ouerpo respectivo por medio

de dicha unidad de carge sin alterar esencialmente ol diseiio
de carga. Los 4diomos de oxigeno negativo, obtenidos por des-
carga en corona o la descarga slectrostdtica descrita en la
citada patante briténica, son particularmente apropiados pa-—
ra controlar el paso de corriente. Se ha comprobado, no obs-
tante, que el depésito de dimefios de carga electrénica o
iénica positiva no poses un efecto regulador toda vez gque ol
semiconductor con efecto de campo magnético no retendréd tal
carga sobre su superficie. Por consiguiente, es necesario
proporcionar una capa aislante gobre el material semiconduc—
tor con efecto de campo magnético cuando se desee controlar

el paso de corriente por medio de digefios de carga electréd—
nica o ib6nica positiva, Ademds, en esta forma de realizacién,
Puede aumentarse la conductividad de la capa semiconductora de
efecto de campo magnético depositando una carga positiva sobre
la puperficie de reiencidén correspondiente (es decir, la super
ficie expuesta‘del aiclador). Tal depbsito puede utilizarse
para producir, modificar, y/o invertir una imagen acumulada,
Ademds deo operar en la forma descrita anteriormente, puede
aplicarse corriente que sea inguficiente para inducir electro-
luminiscencia de la capa fogférica cuando el material semicon-
ductor se halla en su estado de alta impedancia y después pue-
de aumentarse la conductividad de la capa gemiconduciora depo-
sitando suficiente carga positiva sobre la capa aiglante. Si
se deposita suficiente carga positiva, se awmentard la conduc-
tividad a un punto en el cual pasard la corriente produciendo
la luminiscencia de la capa fosférica subyacente, Depositando

un diselio de carga electrostédtioca i6nica positiva particular



10

15

20

25

30

- 20 =

344004

sobro la capa aislanﬁe puede producirse una imagen y ser alma—
coenada en el dispositivo correspdndiente. .

Un dispogitivo para depositar o modificar un dise~
flo de carga electrénica sobre una superficie de retencidén de
ocarga de un panel de almacenamiento estd congtituido por un
tubo acumulador de visién directa que dispone de un rayo clec~
trénico apropiado. Con referencia a la fig. 9, puede verse un
tubo acumulador 50 que presenta en su superficie interior de
la capa do reocubrimiento de wvidrio 51 un juego de electrodos
conductores transparentes 52 (los elootrodos van ingertados en
el plano del papel). Los electrodos conductores alternos 52
86 hallan conectados a un lado del secundario de un transfor-
mador 53 mientras los otroas electrodos conductores 52 van co~-
nectados al otro lado del transformador secundario 53, Se dis~
ponen medios apropiados bien conocidos para producir un rayo
electrénico 54. Por medio de la exploracién del rayo electréni-
¢o0 54, se egtablece un disefio de carga sobre la superficie dsl ‘
aislador 55 que cubre el semiconductor de efecto de campo mag~
nético 56 sobrepuesto a la capa electroluminiscente 57. Para )
establecer un disefio de carga, se aplica una smefial de video de
entrada a través del condensador 58 al enrejado de barrera 59
contligua a la superficie de la placa'de sofial mientras la sue
perficie es explorada por un rayo eleotirénico no modulado. Se—
gin se demuestra, so mantiene una diferencia de potencial de
aproximadamente dos k.v, entre el enrejado de barrera 59 y el ‘
pédtodo del tubo acumulador de tal modo que &l indice de emisién
secundaria es mayor que la unidad.

Dureante la operaoidén, el rayo electrénico 54 se ox~
tiende sobre la placa de seffal 60. La exploracién del rayo 54

llevars la placa superficial explorada 60 sensiblemente al po-



[ M-

10

15

20

25

30

{encial del enrejado de pantalla 59 por emisién seoundaria. Con
el enrojado de pantalla 59 a cero o potencial de tierra, es de-
cir, ninguna sefial de potencial aplicada, el rayo 54 lleva la
superficie expuesta de la placa de seflal 60 a un potencial de
equilibrio de aproximadamente cero o tierra., Con esto potenciél
cero aplicado a todas las unidades elementeles & través de la
placa de sefial 60 la caida de potencial de la fuente de corrien
te alterna se produce esencialmente z través de la capa electro
luminiscente 57 solamente. Cuando se aplican sefiales de potencia
& través del condensador 58 al enrejado de pantalla 59 se esta-
blece una carga por emisién gecundaria sobre las zonas de la pla
ca de sefial 60 batidas por. el rayo 54. La cantided de carga es-
$ablecida depende de la magniéud de la sefial de potencia aplica~
da al enrejsdo de pantalla 59 por cuanto la cantidad de emisién
peoundaris deponde de la seflel apliocada a la pantalla 59. La po-
laridad de la seflal puede ser pogitiva o negativa con reapecto a
tierra., Cuando se revela un diseiio de carga en las zonas elemen—
tales de la placa de sefial 60, disminuye la conductancia del ma-
terial semiconductor de efecto. de campo magnético y si disminuye
una cantidad sufioiente provocard el obscurecimiento de una par—
te de la placa de sefial 60, Segin la magnitud de la sefial de po-
tencia, puede obtenerse una respuesta de medio-tono. Como quiera
que cada elemonto es explorado por el rayo olectrénico el lugar
bombardeado asume el nuevo potencial del enrejado do pantalla in-
dependientemente de su previo potencial adquirido en la forma-
oibnl de imagen. Asi pues, no es necesario usar un borrador a
presién por separado ni cambiar los potenciales correspondientes;
basta modificar la sefial de potencia.

' La carga electrostética puode depositarze sobro la

superficie de retenocién de carga del panel, o puede neutralizarse
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la carga anterior moviendo el panel més alld de la fila de

alfileres de registro de un tubo de rayos catédicos. En es—~
ta dispoéicién, pueden aplicarse sefiales de potencia eléciri~
oa & la rejilla de contiol del tubo mientras los alfileres de
registro son explorados por el rayo electrénico produciendo
como resultado un disefio de carga lineal sobre la superficie
de retencién correspondiente. Moviendo el panel acumulador en
una direccién perpendiculer a la direccidn de exploracidén del
rayo, pueden depositarse sucesivas lineas de carga para pro-
porcionar, o modificar, una imagen almacenada,

) El funcionamiento del dispositivo acumulador de
estado-sblido del premente invento serid descrito a continua-
cién con referencia a uno que posea una capa semiconductora
de 6xido de c¢inc con efecto de campo acumulador. Debe enten-
derse, no obastanie, que esta descripcién es aplicable por en-
tero & todos los otros materiales semiconductores con efecto.
de campo magnético que muestren, o sean susceptibles de mosirar,
lag caracteristicas fisicas previamente citadas en relacién con
la desuripcién detallada de este invento.

Uns placa de vidrio de aproximadamente 6 pulgadas
(15 cm) de larga, 6 pulgadas de ancha y 1/8 de pulgada (0,312l
cm) de gruesa poses una rejilla de bandas conduoctoras de vidrio
NESA transparente formada sobre la migma. Cadae banda de electro-
do NESA me extiende a lo ancho de la placa y posee una amplitud
aproximada de 60 milésimas de pulgada (1,5 mm) y un espesor de
2,000A, lLas bandas de electrodo estén montades en disposicién
paralele una con otra con una separacién uniforme de aproximade—
mente 20 milésimas de pulgada (0,5 mm). Extendida sobre las ban-
das do electrodo de la placa de vidrio existe una capa de un ege-

pesor de 2 milésimas de pulgada aproximadamente (0,05 mm) de
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fésforo electroluminiscente en un sglutinante a base de resina
epoxi. Por encima de la capa electroluminiscente me halla depo-
sltada una capa semiconductora de 6xido de cinc con efecto de
ocampo acumulador que posee la composicidén siguiente:

Material ] Libras por 100 Galones
‘ (0,45 kg por 378,5 1t)

Oxido de cino : 533,000
Pliolite S5~5D * 107,000
Parafina colorada 27,000
Tolueno 533,000
Azul de bromofenol ) 0,021
Verde de metilo 0,016
Naranjs de acridina 0,016

1200,053

* Pliolite S-5D es un copolimero de estireno-butadiono producido
por la Divigion Quimica de la Goodyear Tire & Rubber Co., Akron,
Ohio, Una descripcién detallada de la oitada composicién de 6xido
de cino se encuentra en la publicacién titulada "Tech~Book Facts",
Formulations PLS-37, Chemical Division, Goodyear Tire & Rubber Co,
Akron, Ohio.

La capa de 6xido de cino posee un eapesor aproximado
de 1 milésims de pulgada (0,025 mm) y es depositada por ouslquier
medio conveniente, tal como pulverizacién, eto,

Se depositan iones de oxigeno negativos en la oscuri-
dad sobre la superficie de 6xido de cinc mediante un dispositive
de descarga en corons, La superficie de 6xido de cinc retiene lags
cargas negativas en lugar de entregarlag al cuerpe del semiconduc-
tor de efeoto de campo magnético y estas cargas negativas reducen
la conductancia del &xido de cinoc repeliendo los eleotrones de

conduccifén., Como quiera que las cargas negativas permanecen sobre
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la superficie por algin periodo de tiempoc, la conductividad
del 6xido de cino subyacente permanece correspondieontemente
reducida durente dicho periodo. Esto reduce en extiremo el
pago de la corriente alterna entre electrodos terminando y/o
Teduciendo con ello la luz emitida & partir del material'
electroluminiscente. Se proyecta una imagen 6ptica transi-
4oria sobre la superficie de 6xido de cinc, neutralizando

la luz de la imagen 6ptioca los iones negativos en las zonas

. iluminadas, El 6xido de cinc se hace conductor en las zonas

expuestas en tanto que permanece no conductor en las zonas
cargadas. De acuerdo con el diseiio de carga acumulada selec-
tivamente producida, se observa un diseiio visible transpa-
rente & partir de la caps electroluminiscente a través de
1s placa asoporte de vidrio, Mientras el diseilio de carga
permanece sobre la superficie accesible respectiva, se re~
tiene la imagen visible en el panel de zlmacenamiento, Cuan—
do se desea; se borra la imagen exponiendo la superficie ac—
ocesible & la cargs & una desoarga en corona uniforme redu—
ciendo de tal modo 1# conductividad de la capa semiconducto-
ra con efecto de campo magnético con la resultanie termina-
oién de la corriente luminiscente. Una nueva imagen de ener-
gla ebsorhida puede shora almacenarse,

Contrariamente al ejemplo anterior, la conductivi-
dad de la capa gemiconductora de 6xido de cinc con efecto de

campo magnético puede aumentarse disponiendo wa capa aislan~

.t sobre la superficie de 6xido de cinc expuesia y depositando
después una carga positiva sobre la superficie aislante expuesg
ta. Tal depésito puede usarse pare producir, modificar y/o in-
vertir une imagen almacéna&a.

El método del presente invente puede también utilizar
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el sumenio en conductividad de un material semiconductor con

- efecto de campo fotoconductor ocuando se somete a una energla

radiante de apropiada longitud de onda. Este método anterior
proporclona buenas imdgenes en los casos en que ol material
gsemiconductor de efeoto de campo magnético posee una importan
te donductividad oscura; sin embargo, si la conductividad os-—
cura inicial es baja, solamente el control de la corriente
ogeura o de reposo puede no ser suficlents para producir una
imagon suficlentemente transparente. En tal situacién, egte
método modificado aumenta el nlivel de corriente iniciel me-
dlante exposiocién del material semiconductor con efecto de
campo fotoconductor a una energia radianto de adecuada longl-
tud de onda. Mediante tal exposicién, le conduotividad inicial
puede aumentarse senalblemente por encima de la conductividad
oscura y tal aumento puede permanecer esencialmente invariable -
durante un largo perdodo de tiempo. Especificamente, el método
jmplice la exposicién inicial del dispositivo durante un breve
periodo de tiempo a la luz, Por ejemplo, el dispositivo puede
inundarse con luz procedente de una lédmpara fluorescente duran—
te varios segundos. Despuéé se cargs en corons la superficie del
dispositivo y, finalmente, se disipa selectivamente la carga
electrogtdtica superficial por parte de la imagen de energia ra-
diante cuya reproduccién se desea.

- Las bandas de elecirodo empleadam son meramente me-
dios convenlentes para seleccionar con exeotitud la lqngitud y
aroa de seccién transversal de la trayectoria de la corriente,
Asi, reduciendo el espacio entre log electrodos contiguos y/o
aumontando el espesor del revestimiento semiconductor de efecto
de campo magnético, puede aumentarse la corriente a través de

los mismos para un determinado grupo de condiciones. Adicional-
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mente, la finura y proximidad del espaciamiento de las bandag
de electrodo determinan la resolucién final del dispositivo.
Pueden producirse problemas de averias eléctricas cuando las
bandas son demasiado pequeiias o se hallan colocadas demasiado
Juntas; esto, por supuesto, serd determinado por los voliajes
eplioados, materiales colocados entre log electrodos, etc.
Electrodos de 10 milipulgadas (0,25 m/m) de ancho y separados
10 milipulgadas han sido utilizados eficazmente, Las bandas de
electrodo pueden presentar cualquier configuracién siempre que
el disejio de carga electrostética sobre la superficle do reten~
oién correspondiente continte controlando el paso de corriente
entre electrodos.,

Por apunto de conveniencias, se ha repregentado el
material elecotroluminiscente en forme de una capa continuva. o
obatante, el material eleactroluminiscente que ocupa los ovspucios
entre los elecbrodos no produce sensible elsctroluminiscencia
duranto ol funcionamiento del dispositivo, Por consiguienic, ta~—
les secciones pueden reemplazarse por material aislante si se
desea, Asl pues, solo s necesario que los electrodoas estbn .ro-
veatidos con el material eleotroluminiscente.

Segun se ha indicado anteriormonte, para borar la
imagen almaoenada puede darse a la puperf{iole de retoncién de
carga una carga uniforme a fin de obscurecer el panel o pueds
neutralizarse cualquier digefio de carga existeontc en dicha su-
porficle haciendo el panel completumente transparento. Ta. vorna
dura puede llevarge & cabe de forma consecutiva o uniformeii...io
a todas las gecciones del panel. Aplicando un voliaje controliit.
a un conjunto de cables en corona como los expuestod en la fig.
8 contiguos a la superficie de retencidén de carga, puede shuccr-

so decaer la informacién de entrada en un grade controlado. g~
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oultativamente, puede hacerse que un solo cable en corona se
mueva gobre dicha superfiocie y modifique la carga respectiva
de acuerdo oon una gefial de entrada apropiada, por ejemplo
procedente de un tubo de rayos catédiocos, eto, En esta Gliima
forma de realizacibn, en lugar de hacer que la imagen se digi-
re graduslmente por todo el panel, solamente se borrard la in-
formaoién situada justamente antes del cable en corona movible.
Puede escribirse continuamente nueva informacién pars reemp}a~
zar la antigue de una manera parcial en lugar de completa.,

Si bien la utilidad del panel de almacenamisnto
aqui descrito es manifiesta, se ha observado que la imagen lu-
minisconte de smalida prooedénte del panel puede usarse para
exponer una placa xerogrifica., Asi, una simple imagen de entra-
da que es almacenade en el dispositivo puede usarse para expo—
ner repetidamente una placa xerogrifica para la producclén de
niltiples copias, Dado que 1la imagen de salida puede persistir
por un largo periodo de tiempo, la placa xerogréficas puede ex-
ronerse y revelarse muchas veces antes de que la imagen luminig
cente ge haya disipado. En una disposicién, el panel de almace~
namiento se fabrica sobre una pelicula aislente fina, tal como
Mylar, de 1 milipulgada (0,025 mm/) de espesor y la imagen de
salida procedente del panel irradia una plaoca xerogrifica de
selenio cldsica y, en una segunda disposicién, un papel reves—
tido de 6xido de ecinec, Como gquiera que se ha comprobado que el
contacto de una superficie aislante a una ocapa de 6xido de cino
cargada ejerce pooa influencia en la descarga de esta Gltima, la
disposicidén citada puede disponerse tan cerca como s6 desee del
papel cargado., Después de una exposicién apropiada a la salida

del panel de almacenamienio, puede mepararse de éste el papel y

revelarse con polvo impresor. De esta forma, pueden realizarse
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una pluralidad de copias acoptables a partir de una sola imagen
yde entrada retenida en el panel de almacenamiento. Un método al-
ternativo para acoplar 6pticamente la malida del panel de alma—
cenamiento a la placa xerogrifica o el papel de 6xido de oine es
usar una plaoca de vidrio o una placa de vidrio de 6ptica fibrosa,
como base o capa de soporte para el panel de almacenamiento.

Cuando se utiliza 6xido de cinec como semiconductor
de efecto de campo magnético, se ha comprobado que una hoja car—
gada de papel de 6xido de cinc puede colocarse en contacto direc
%0 con la superficle de 6xido de cinc del panel de almacenamion—
to sin perturbar la informacién alli almacenada en forma de car—
ga electrostitica reguladora. Asi, si la imagen de salida del pa-
nel de almacenamiento es emitida a través de lz; capa. semiconduc—
tora de 6xido de cino con efecto de campo magnético, el potencial
de salida expondrd directamente el papel de éxido de cinc cargado
que después puede revelafse de manera conveniente, Pueden hacerse
mtiltiples coplas utillizando esta {t6onica a partir de una sola ima
gen de entrada.

Existen muchas caracﬁeristicas en ol presente invento
que muestran claramente elbsignificativo avance que el presente
invento representa sobre la indusirie actual., Por consiguiente,

solo se pondrdn de manifiesto unas cuantas de las caracteristioas

. relevantes con el fin de ilustrar los resultados inesperados y

poco corrientes alcangados: por el presente . invento,

' Une facets del presente invenito es que la presenciz
(o qusencia) del disefio de carga eleéctrostdtica regula el paso
de corriente a través de la oaﬁa foaférica electroluminimcente.
Una vez se establece el disefio de cargs, puede terminarse la se-
fial de entrada perc el potencial de salida continuard hasta el

momento en que se haya disipado ol disefio de carge electrostdiica
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de la superficie de retencién respectiva. En el caso de ¢xido -
de cino, la seflal de salida puede permanecer durante largos pe-
riodos de tiempo después de haberse cortado la sefial de entrada,
por ejemplo una imegen 6ptica. Otra caracteristioa es que permi-~
te fécilmente la formaciéq de imagen por le aplicacién de ener-
gla radiante total o integrada al dispositivo a diferencia de
los dispositivos fotoconductores corriento que ﬁescansan esen—
cialmente sobre la intensidad de la energia radiante instanténea.
Més especificamente, en el dispositivo fotoconductor corriente
la conduciividad respectiva se aumenta por encima de un determi-
nado nivel de referencia por la generacién de pares orificio-
electrén en el material semiconductor por la radiacién inciden-
te y tal aumento en conductividad es mantenido por la genera-
oién continuada de tales pares orificio-eleoctrédn durante la ex—
posicién a tal radiacién. Por otra parie, en el presente inven—
to, la conductividad del dispositivo es disminuide o aumentada
desde un nivel de referencis inicial a un nivel de referencia
determinado por el depbésito de una carga electrostética negati-
va o positiva respectivamente sobre la superficie del dispositi-
vo. Por ejemplo, en el caso‘de material semiconductor de efecto
de campo magnético tal como 6xido de cinc, una carga elcctrostéd-
tica negativa sobre la superficie del cuerpo disminuye la con-
ductividad de éste desds un nivel de referencia inicial a wn ni-
vel inferior determinado. Después, incidiendo energia radiante
sobre la superficie de carga, ésta es disipada en proporcién a
la gantided total de energla radiante incidente de tal modo que

la econductividad es proporcionalmente devuolta a la roforencia

inieial. Asi, el presente invento es inherentemento capaz de
integrar sefiales utilizando une estructura relativamente simple.

Otra caracterlsgtica mids del presento invento os un
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dispositivo fijador de imagen en el cual se regula el paso de la
corrionte a través del electroluminiscente por medio del campo
eleoctrogtidtico formado por una cargae electrogtdtica sobre la su-
perficie del dispositivo. Con tal disposgicién se ha comprobado
gue pueden producirse tanto transparencias de alto nivel como °
buenos medios-tonos a diferencia de los dispositivos de la in—
dustria ectual que tienen que macrificar unasg u otrog,

Otra faceta del presente invento es un dispositivo y
nétodo de fijacién de imagen en el cual la imagen es almacenadsa
mediante la retencién de la variacién de carga electrosidtica so-
bre la superficie del dispositivo y borrada después pox la disipa
cién de dicha variacién de ocarga. Bor consiguiente, el diszpositi-
vo del presente invento dimspone de un tiempo de almaconamiento de
la imagen relativamente largo correspondiente a la acumulacién de
carga. De modo similar, y mis importente, tal caracteristica per-
mite la borradura de la imagen simplemente inundando la superii-
cle del digpositivo con una carge electrostitice qua rédpidamente
recarga la superficie con una carga uniforme. De este modo, es po-
sible retirar la imagen muy rdpidamente con un potencial de ener—
gla muy reducido.

Se comprenderd que la descripcién y ejemplo gue anie—
ooden son Gnlcamente ilugtrativos del presente invento y no intene
tan limitar a éste en tal sentido. Todas las subatitucionss, al-
ternativas y modifiocaciones que enmarguen en ¢l alcance de lag gi-
guicentes reivindiocaciones o a las cuales el presente inveuto oz
fdcilmente susceptible sin salir del espiritu y fines Qe esta dege

oripecién, son considerades parte del mismo.

En resumen, la Patente de Invencién que so solicita de-

beri recaer sobre las sigulentes:
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo acumulador y su correspondiente mew
todo de utilizaocidn caracterizado el dispositivo porque comprends
una pluralidad de electrodos espaciados, una capa de material elec—~
troluminiscente que incluye al menos una seccidn que forma parte de
una conexidn eléctrica entre dichos electrodos, y una capa de material
semiconductor de efecto de campo magnético gue cubre dicho material
electroluminiscente y gque forma una parte sucesiva de dicha conexidn
eldctrica, y medios para producir un disefio de carga electrostdtica
sobre una superficie de retencidon de carga de dicho panel cuya super-
ficie es contigua al menos a una parte de dicho material semiconductor
de efecto de campo magnético.

2. El dispositivo acumulador segin la reivindicacidn 1,
en el cual el semiconductor de efecto de campo magnético es un se-
miconductor de eferto de campo acumulador.

3+ El dispositivo acunulador segin la reivindicacidn, 2
en el cual el semiconductor de efecto de campo acumulador es oxido
de cino.

4. Bl dispativo acumulador segin la reivindicacidn 2,
en el cual el semiconductor de efecto de campo acumulador es oxido

de plomo.

5. E1 dispositivo acumulador segin la reivindicacidn 2,
en ol cual ol semiconductor de efecto de campo acumulador es dxido

de cadmio.

6. El dispositivo acumulador segin cualquiera de las rei
vindicaciones 1 a 5, que incluye ademis una capa aislante que cubre
dicha capa semiconductora de efecto de campo magnético.

7. E1 dispositivo acumulador segin la reivindicacidn 6,
en el cual la capa aislante es un aislador fotoconduotor.

8. El dispositivo acumulador segin la rcivindicacidn

7, en el cual el semiconductor de efecto de ocampo magnético es
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sulfuro de cadmio y el aislador fotoconductor se escoge del gru— .
po consistente en selenio, una aleacién de selenio con arsénico
¥y una aleacién de selenio ocon teluro.

9. El dispositivo acumulador gsegln cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 5, en el cual el semiconductor de efacto de
campo magnéitico es esgpesado para proporcionar una unién p-n a lo
largo de la superficie de dicho material gemiconductor opuesta a
la superficie en contacto con dicho material eleciroluminiscente,
actuando dicha unién como superficis de retencién de carga e im-
pidiendo el paso de la cargs superficial que comprende el disefio
de carga electrostidtica al interior del material subyacente.

10, El dispositivo acumulador segln cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 9, en el cual los medios para producir un di-
sefio de carga electrogtatica comprenden medios para depositar una
carga electrostdtica uniforme sobre dicha superficie de retencién
de carga y medios para hacer selectivamente una parte de dicha sum
rerficie de retencién de carga libre de dicha carga electrostitica.

1l. El dispositivo acumulador segin cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 9, en el cual ldg medios para producir un di-
selio de carga electrostitica depositan ésta en una configuracién
de disefio de carga seleccionada, .

12, El dispositivo acumulador segin cuslquiera de las
reivindicaciones 1 a 10, en el cual los medios para producir un
disefio de carga elecirostitica comprenden un dispositivo de des-
carge en corona.

13, Bl dispositivo acumulador segin la reivindicacién
12, en el cual el disefio de descarga en corona comprende un primer
grupo de barras conductoras, un segundo grupo de barras conductoras
en relacién paralela espaciada con respecto a dicho primer grupo,

siendo ¢l ejo longitudinal de dichas barras en dicho segundo grupo
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perpendicular al eje longitudinal de dichas barras en dicho

primer grupo, un grupo de unidades de divisores de resisten-
ola y puntos metdlicos de descarga en corona, conectando cada
divisgor de resistencia y punto metdlico de descarge en corona
una de dichas barras de dicho primer grupo con una de dichas
barras de dicho segundo grupo contiguo a la interseccién de
los planos veriticales que pasan a través de los ejes longitu—
dinales de cada barra, estando colocados en posicién cada uno
de dichos puntos métélicos de descarga en corons en las inme-
diaciones de dicha superficie de retencién de carga de dicho
panel electroluminiscente, y medios para producir descarga en
corona a partir de dichos puntos metdlicos.

14. Bl dilspogitiveo acumulador seglin cualquiera de
lag reivindicaciones 1 a 9, en el cual los medios para producir
un disefio de carga electrostitica comprenden un tubo acumulador
evacuado que cuenta con un dispositivo para producir un rayo
electrdnico, comprendiendo el panel electroluminiscente la pla—
ca de seflal de dicho tubo acumulador,

15. El dispositivo acumulador segln cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 5, en el cual el maferial ‘semiconduc—
tor de efecto de campo magnético poseé propiedades aislantes
fotoconductoras, y los medios para producir el disefio de carga
electrostdtica comprenden dispositivos de cargs para cargar
uniformemente la superficie y dispositivos 6pticos que irradian
dicha superficie de retencién de carga con una radiacién electro-
magnética sensibilizadora,

16, El dispositivo acumilador segin cualquiera de
lag reivindicaciones 1 a 5, en el cual dicho material electro-
luniniscente forma una capa que cubre al menos uno de dichos

electrodos eapaciados, dicho material semiconductor de efecto
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de campo magnético forma una capa que cubre dicha capa de material
electroluminiscente, y uno de dichos electrodos es un electrodo

de rejilla que cubre dicha capa de material semiconductor de efec-
t0 de campo magndtico.

17. Un dispositivo acumulador esenclalmente segin aqui
se describe con referencia a los planos anexos y se ilustra en
cualquiera de ellos.

18, Un método de utilizacidén de un dispositivo acumus
lador segin cualquiera de las reivindicacioncs anteriores que come
prende crear una imegen por medio de la formacidn de un disefio de
carga electrostédtice sobre al menos une parte de dicha superficie
de retencidn de carga de dicho panel selectroluminiscente, estando
dicho diseflo de carga adaptado para regular el paso de corriente a
tfavés de dicho material semiconductor de efecto de campo magmético
v ol paso de corriente entre Aichos electrodos a través de dicho
material semiconductor de efecto de campo magnético y dicho mate~
rial electroluminiscente.

19. El método segin la reivindicacidn 18, en el cuzl
el paso de corriente entre dichos electrodos es suficiente para pTOo
ducir luminiscencia de aquellas partes de dicho material electro-
luminiscente situadas por debajo de la superficie de retencidn de
carge sobre la cual no reside carge eleotrostdtica alguna deposiw-
tada.

20. El método segiin las reivindicaciones 18 o 19,
en el cual el disefio de carga electrostética estd formado a base
de cargar primero uniformemente dicha superficie de retencidn de
carga y retirar después selectivamente una parte de dicha carga.

21. El método segin la reivindicacidn 20, en el cual
el material semiconductor de efecto de campo magnético posee pro--

piedades aislantes fotoconductoras y la eliminacidn selectiva de
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una parte de dicha carga el:ctrostitica se consigue irradiando di-
cha superficie de retencidn de carga uniformemente cargada con una radia
cidn clectromagnética sensibilizadora.

22. Bl método segin la reivindicacidn 20, en el cual una ca-
pa aislante fotoconductora cubre dicha capa de material semiconductor
de efecto de campo magnético y la carga olectrostltica se consigue di-
sipando una parte de carga uniforme sobre la superficie de retencidn de
carga en respuesta a la energia radiante incidente sobre la misma.

23, El método segin las reivindicaciones 18 o 19, en el
cual el disefio de carga clcotrostdtica es depositado inicialmente en
una configuracidn de disefio de carga seleccionada.

24. Bl método segin la reivindicacidn 23, en el cual el
semiconductor es un semiconductor de ofecto de camﬁo acumulador y la
superficie expuesta de dicho semiconductor de efecto de campo acumula-
dor es la superficie de retencidén de carge de dicho panel electrolumi-
niscente y en el cual el disefio de carga electrostdiica se forma con
iones negativamente cargados.

25. Un método segin la reivindicacidén 23, que comprende la
formacidn de un disefio ée carga electrdnica sobre al menos una parte de
dicha superficie de retencidn de carga mediente la explotracidn modula-
da de un rayo eleotrénico, estando adaptado dicho disefio de carga elec~
tronica para regular el paso de corriente a través de dicho material se-
miconductor de efecto de campo magnético, y el paso de corriente & tra~
vés de dicho material semiconductor de efecto de campo magnético y dicho
material electroluminiscente.

26. Se reivindica por ltimo como objeto sobre el que ha de
recaer la Patente de Invencidn que se solicita: "UN DISPOSITIVO ACUMULA-

IDOR Y SU CORRESPONDIENTE METODO DE UTILIZACION".

‘ k‘“-_Nq-§‘--*"“‘**-___




Todo conforme queda descrito y reivindicado en la presen-
te Memoria descriptive que consta de treinta y seis piginas mecano-

grafiadas y dibujos adjunbs.

Madrid, 10 de Agosto 1.967

BERNARDO UNGRIA
P IP L]
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